Alegerea configuratiei generale a amplificatorului

Performante deosebite pentru un amplificator se pot obtine doar pentru
amplificatoare realizate cu mai multe tranzistoare in care alegerea configuratiei schemei,
alegerea tipurilor de tranzistoare utilizate, si dimensionarea elementelor pasive au rol
determinant.

Global, privit ca un cuadripol, amplificatorul trebuie sd realizeze o anumita
amplificare, 1n conditii de rezistente de intrare si de iesire specificate si pentru nivele de
semnal de intrare si/sau de iesire cunoscute, debitind pe o sarcind de valoare cunoscuta.
In plus specificatiile de proiectare cuprind date legate de zgomot, banda de frecvente,
distorsiuni. Alegerea configuratiei schemei, tipul si numarul tranzistoarelor sint strins
legate de aceste conditii impuse prin proiectare.

A. Impedantele de intrare si de iesire dicteazd configuratia schemei si tipul
tranzistoarelor utilizate In aceste etaje si topologia eventualei reactii negative folosite.

Daca se doreste obtinerea unui amplificator de tensiune, pe lingd specificarea
nivelului amplificarii in tensiune se impune impedanta mare la intrare si impedantd mica
de iesire.

a. Impedanta mare de intrare este realizatd cu etaj repetor la intrare, eventual
configuratie cu bootstrap pentru marirea R, , si utilizarea conexiunii Darlington
sau a tranzistoarelor cu efect de cimp.

b. Rezistenta micd de iesire se realizeaza cu etaj repetor de tensiune la iesire
(colector comun), polarizat la curent mare.

c. Topologie de reactie care favorizeaza obtinerea rezistentelor cerute, este in acest
caz serie la intrare-paralel la iesire (tensiune-tensiune).

Utilizarea etajelor repetoare de tensiune la intrare sau la iesire au doar rolul de a
mari impedanta de intrare §i a micsora impedantd de iesire, deci rol de adaptare a
impedantelor; amplificarea in tensiune realizata de aceste etaje este subunitara.

Amplificarea in tensiune este realizatd de etajele emitor comun sau baza comuna,
separate de generator si de sarcind de etaje tampon (cu rol de adaptare de impedantd).
Astfel structura unui amplificator rezulta ca in fig...

B. Nivelul de zgomot dicteaza alegerea configuratiei etajului de intrare, tipul
tranzistoarelor din etajul de intrare, curentul de polarizare al acestui tranzistor si eventual
tipul componentelor pasive.

In acest scop se alege tranzistor de zgomot redus, combinat cu un curent de
polarizare care sa asigure minimizarea fractorului de zgomot pentru o impedantd datd a
generatorului echivalent de la intrare. In plus etajul de intrare se va dimensiona astfel
incit sa asigure o amplificare mare care sd asigure raport semnal/zgomot mare pentru al
doilea etaj.

C. Valoarea amplificarii si banda de frecvente permite alegerea numarului si
tipului de tranzistoare ce se vor folosi si taria reactiei negative folosite (transmisia pe
bucld). Pentru a obtine o amplificare datd se poate alege un numar mai mic de
tranzistoare care sa amplifice fiecare mai mult, sau un numar mai mare de tranzistoare



care sa realizeze fiecare o amplificare mai micd. Deoarece prin marirea amplificarii pe un
etaj, pentru un tranzistor dat, frecventa maxima de lucru scade prin efect Miller, frecventa
maximd de lucru a amplificatorului scade prin utilizarea unui numar mai mic de
tranzistoare care amplifica, fiecare, mult. Pentru marirea produsului amplificare x banda
trebuie marit numarul de tranzistoare si micsoratd amplificarea pe un eta;.

D. Nivelul distorsiunilor admise indica alegerea configuratiei etajului de iesire,
precum si amplificarea pe buclad pentru reactia negativa utilizata.

Utilizarea etajului clasd B la iesire mareste randamentul etajului dar mareste si
nivelul distorsiunilor. Pentru mentinerea distorsiunilor la nivele acceptabile trebuie
utilizatd o reactie negativa puternicd, care liniarizeaza circuitul, micsorind nivelul
distorsiunilor.

E. Nivelul semnalului de iesire indicd configuratia etajului de iesire si tipul
tranzistoarelor alese pentru realizarea acestui etaj. Functie de nivelul semnalului de iesire
se alege configuratia etajului de iesire: clasa A, AB, B si se dimensioneaza tranzistoarele
finale din punct de vedere al curentului maxim, tensiunii maxime $i puterii maxime de
lucru.



